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(57) Abstract: The active layer II) and the 
barrier layers (2) contain a group 111 component, 
a group V component and nitrogen, whereby 
the active layer is a quaternary material and 
the barrier layers are ternary materials, or. in 
order to match ihe lattice properties of the 
active layer to the barrier layers, the nitrogen 
conteni in ihe barrier layers is higher. The active 
layer is preferably InGaAsN. the barrier layers 
are InGaAsN with higher nitrogen content or 
GaAsN. Supcrlattices may exist in the barrier 
layers, tor example, series of thin layers of ln^ 
Ga^ As v N| y with varying factors x and y. 
where, in particular, x = 0 and y = 1. 



(57) Zusam men Passu ng: In der aktiven Schicht 
( J ) und in den Barriereschichten (2) sind eine III- 
Komponcntc. eine V-Komponente und N enthal- 
ten, wobei die aktive Schicht quaternares Material 
und die Barriereschichien lernares Material sincl 
oder zur Gitteranpassung der aktiven Schicht an 
die Barriereschichten der Siickstoffanieil in den 
Barriereschichten hither ist. Die aktive Schicht 
ist vorzugsweise InGaAsN. die Barriereschichien 
sind InGaAsN mil hoherem Siickstoffanieil oder 
GaAsN. In den Barriereschichten kiiimen Uhergitler (supei lattices) vorhanden sein. z.B. Folgen diinner Schichten aus In, Ga,. x As, 
N,. v mil unterschiedlichen Anteilen x und y. wobei insbesonderc x = 0 und y = I sein kunn. 
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because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: 



Claims Nos.: 

because thev relate to parts ot the international application that do not compiy with the prescribed requirements lo such 
an extent that no meaningful inlemauonal search can be earned out, specifically: 



Claims Nos.: 

because thev are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(aV 



Box LI Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet) 

This International Searching Authoricy found multiple inventions in this interna uona I application, as follows: 



See additional sheet 



As all required addiuonal search fees were timely paid by the applicant, this intemauonai search report covers all 
searchable claims. 

As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee. this Authority did not invite payment 
ot any addiuonal fee. 

As onJv some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search repon 
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The international search authority has established that this international application contains 
multiple inventions, as follows: 

1. Claims: 1-6 

semiconductor iaser structure, whereby the active layer and the barrier layers are each a 
semiconductor material which comprises a III component, a V component and nitrogen 

1.1. Claims: 1-3 

barrier layers comprising a larger proportion of nitrogen as active layer 

1.2. Claims: 4-6 

active layer quaternary material and barrier layer tertiary material 

2. Claims: 7-11 

semiconductor laser structure, whereby the active layer and barrier layers each comprise 
a semiconductor material and the barrier layers form a superlattice. 

Please note that for all inventions cited under point 1 a full search was carried out without the 
expense of an additional search fee. although all the above inventions are not absolutely 
linked by a common inventive concept. 
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A. KLASSIF1ZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANOES 

IPK 7 H01S5/343 



Nach oer Internationalen PatentWassifikation (l?K) oder nacrt aer na!»onalen Klassiiikation undder IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mmoestprufstotf (Klasstfikationssystem una Klassihkationssymbole ) 

IPK 7 HOIS 



Recherchiene aber nicht zum Mindestprulstott gehorende Verolfemlicnungen. soweit diese unteroie rechercnienen Gebiete fallen 



Wahrend der intern anonaien Recnercne konsultierte eleklronische Datenbank (Name der Datenbank und evil, verwendete Suchbegritte) 

EPO-Internal, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, WPI Data 



C. ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezeichnung der Ver6ftentlichung, soweii erforderlich unter Angabe der in Beiracht kommenden Teile 



Belr. Anspruch Nr. 



EP 0 621 646 A (SHARP KK) 
26. Oktober 1994 (1994-10-26) 
Seite 5, Zeile 32-37; Abbildung 1 
Seite 3, Zeile 54 
Seite 7, Zeile 12-16 

EP 0 896 406 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO 
LTO) 10. Februar 1999 (1999-02-10) 
in der Anmeldung erwahnt 
Spalte 19, Zeile 6-40 
Spalte 21, Zeile 21-28 



1,4 



1.2,4 



X Weitere Veroffentiichungen sind der Fonsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



|X I Siehe Anhang Patenttamilie 



• Besondere Kategorlen von angegebenen Verdffentlichungen 
"A" Veroffentlichung. die den allgemeinen Stand der Technik deliniert. 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen isf 

"E* altere s Dokument. das jedocfi erst am oder nach dem intern alio nalen 
Anmeidedatum veraffentlicht worden ist 

V Veroffenlli chung, die geeignet ist. einen Priontatsanspruch zweifelhatt er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das VerOffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefiihrt) 

"O" Veroffentlichung. die sich auf eine muridliche Oftenbarung. 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maflnahmen beziehi 
*P" Veroffentlichung, die vor dem imernationalen Anmeidedatum. aber nach 

dem beanspruchten Prioritatsdatum verollentlichl worden ist 



T Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeidedatum 
oder dem Prioritatsdatum verfirfentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert. sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchle Erlindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
ertinderischer Tatigkeit beruhend bet/achtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit oeruhend betrachtet 
werden. wenn die Veroffentlichung mil einer oder mehreren anderen 
Veroffentiichungen dieser Kalegorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

"&* Veroffentlichung. die Mitglied derselben Patentfamilie ist 
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C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" Bezeicnnung aer Vero'rentlichung. soweit eriordemcft untoi Angabe der in Betracnt kommenden Teile 



I Betr. Anspruch Nr. 



MIYAMOTO T ET AL: "A NOVEL GALNNAS-GAAS 

QUANTUM-WELL STRUCTURE FOR LONG-WAVELENGTH 

SEMICONDUCTOR LASERS" 

IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, US, IEEE 

INC. NEW YORK, 

Bd. 9, Nr. 11, 

1. November 1997 (1997-11-01), Seiten 

1448-1450, XP00O722969 

ISSN: 1041-1135 

in der Anmeldung erwahnt 

Seite 1449, linke Spalte, letzter Absatz; 

Abbildung 2 
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ET AL) 



US 5 825 796 A (JEWELL JACK L 
20. Oktober 1998 (1998-10-20) 
in der Anmeldung erwahnt 
Spalte 5 
Spalte 18 
Spalte 26-27 



US 5 689 123 A (WELCH DAVID F ET AL) 
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Feld I Bemerkungen zu den AnsDruchen. die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 aut Blatt 1 



Gemafl Artikel 1 7{2)a) wurae aus folgsnden Grunden iur bestimmte AnsDfucne keir. Recnercnsnbericht erstellt: 
1 . j | Anspruche Nr. 

weii sie sich auf Gegenstanbe beziehen. zu deren Rechercnc die Behorde nichi verpfltchtes ist. namlich 



2.n 

Anspruche Nr. 

weil sie stch auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgescnriebenen Anforderungen so wenig entsprechen. 
daO eine sinnvoile internationale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann. namlich 



3. I [ Anspruche Nr. 

weil es sich dabei um abhangige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgetaflt sind. 



Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einhertlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1 ) 



Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt: 

siehe Zusatzblatt 



i. n 

Da der Anmeider alle erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechizeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
— '• internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren AnsprOche. 

2 j : Da fur alle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaurwand durchgefuhrt werden konnie. der eine 
1 zusatzltche RecherchengebCihr gerechtfenigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr autgefordert. 



3. Da der Anmeider nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechizeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
1 — 1 internationale Recherchenbericht nur auf die Anspruche, fur die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die 
Anspruche Nr. 



4.. |_yJ Der Anmeider hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher- 
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspruchen er- 
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Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs j^J Die zusatzlichen Gebuhren wurden vom Anmeider unter Widerspruch gezahlt. 

[ j Die Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



Die Internationale Recherchenbehbrde hat festgestel 1 t, daG diese 
Internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt, 
naml ich: 

1. Anspriiche: 1-6 

halblei terlaserstruktur bei der die aktive schicht und 
barriereschichten jeweils ein halbleitermaterial sind das 
eie III-komponente, eine V-komponente und Stickstoff enthalt 



1.1. Anspriiche: 1-3 

barriereschichten ethalten einen hoheren Anteil 
Stickstoff als aktiven Schicht 



1.2. Anspriiche: 4-6 

aktive Schicht quaternares material und 
Barriereschichten ternares material 



2. Anspriiche: 7-11 

halblei terlaserstruktur bei der die aktive schicht und 
barriereschichten jeweils ein halbleitermaterial sind das 
eine Barriereschichten bilden ein Ubergitter. 



Bitte zu beachten daB fur alle unter Punkt 1 aufgefiihrten Erfindungen, 
obwohl diese nicht unbedingt durch ein gemeinsames erfinderisches 
Konzept verbunden sind, ohne Mehraufwand der eine zusatzliche 
Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, eine vol 1 standi ge Recherche 
durchgefuhrt werden konnte. 
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